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第 2 編は第 1 編の研究成果を MOS 形トランジスタおよびシリコルピジコンの研究に適用した結果
について述べている。
















( i ) シリコン表面の不安定の原因であるナトリウムイオンを除く酸化方法を開発した。
( i i ) 上述の方法で得られたシリコン酸化膜とシリコン界面の欠陥としては酸化膜中の過剰酸素が
考えられることを種々の点から論じた。
(i i i) この観点に立って窒素処理、水素処理、アルミニウム熱処理が界面欠陥に及ぼす影響を詳細
に追究した。
( iv) 上述の研究成果から安定なMOS トランジスタ及びフォト・トランジスタを作成し表面移動度
と処理の関係を求めた。
( v ) シリコンビジコンの光照射面に蓄積層を作ることによって可視光感度を向上さす方法を開発
するとともにその動作機構を解析した。
以上のように本論文は半導体工学上重要な新知見を加えたのみならず、その成果の各種半導体素子
への応用が期待され半導体工学上重要な貢献をもつものであり、博士論文として価値あるものと認め
る
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